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Определяется  активация  гетероперехода  и  активированный

наногетеропереход как фундаментальные структуры [1,2]. Для максимальной

эффективности  комбинированного  геометрического  и  количественного

масштабирования полупроводниковых микросхем преобразователей энергии и

датчиков  на  подложках  из  кремния  и  карбида  кремния  используется

моделирование  [3].  Вариант  оптимизации  масштабирующего  решения

реализуется  гетеропереходами с  изменением последовательности  слоев  при

увеличении  концентрации  и  плотностей  токов  неравновесных  носителей

заряда  и  дальнейшем  увеличении  напряжения  при  накачке  заряда

преобразователем.  Проверка  модели  проведена  численным моделированием

обратной задачи инжекции внутри ОПЗ гетероперехода и экспериментальным

построением профиля потенциала и работы выхода по методикам СЗМ зонда

Кельвина и модуляционной СТС (на рис.

пример по двум точкам). 
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